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一、简答题（共 30 分）

1、画出双阱 CMOS电路工艺流程简化图。（5分）

2、给出至少三种低功耗 CMOS集成电路的设计方法。（5分）

3、简述半定制集成电路的设计流程。（5分）

4、简述动态逻辑门的特点。（5分）

5、简述 CMOS反相器噪声容限的定义。（5分）

6、指出互补 CMOS电路存在的两个问题，并说明其原因。（5分）

二、设计分析题（共 70 分）
1、设计一个通用 0.25um CMOS工艺反相器，PMOS 对 NMOS 的比为 3.4，其中 NMOS的最小

尺寸(W=0.375um，L=0.25um，W/L=1.5)， VM=1.25处的增益 g=-27.5，电源电压为 2.5V。计算

该反相器的噪声容限。（15分）

2、利用互补 CMOS逻辑设计功能为 ( )F D A B C   的逻辑门电路，并给出上拉网络 PUN和

上拉网络 PDN电路。（15分）

3、画出动态传输门边沿触发寄存器的电路图，分析工作原理。（15分）

4、试画出题 4图版图的电路原理图。（15分）

题 4图
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5、有一容量为 256K×4位的 RAM，试问：（共 10分）

（1）该 RAM 有多少个基本存储单元？（3分）

（2）该 RAM 每次访问几个基本存储单元？（3分）

（3）该 RAM 有多少根地址线？（4分）


